





























また，TERS 測定を行うために先端曲率半径～30 nm の銀バルク
探針をスポット内に導入し，探針先端に生じる局在プラズモン
を用いて空間分解能 25 nm でラマン測定を行った。 
 
【結果・考察】C 面上グラフェンの顕微ラマンイメージングの











測された。図 2 は，Ridge ナノ構造上とその構造
の無い平面上の TERS 測定結果である。Ridge ナノ構造上でのみ G´バンドのピーク位置と FWHM
の値のブロード化が生じていた。一方，平面上では測定点におけるバラつきは見られなかった。
FWHM のブロード化は，グラフェン表面に存在する歪みが不均一であることを示唆する結果であ





Si 面上グラフェンの TERS 測定を行った結果，
TERS増強度はC面上グラフェンと比べてSi面上の方














ェンナノ構造の評価手法としての TERS 測定の有用性を示した。 
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図 2 平面上（上）と Ridge ナノ構造上（下）
での TERS スペクトル 
図 3 Si 面上（上）と C 面上（下）で
の各エッジ部分の TERS スペクトル 
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